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前  言
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再生硅料分类和技术条件

1 范围

本标准规定了再生硅料的技术条件及分类、测试方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存、订货

单等。
本标准适用于从生产、加工、使用过程中产生的可回收利用的硅料,来源包括用于生产太阳能级硅

晶体的除过碳的碳极多晶硅(碳头料)、晶体硅头尾料、边皮料、埚底料、晶体硅样块、原生型废硅片等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T1551 硅单晶电阻率测定方法

GB/T1558 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T24574 硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法

GB/T24579 酸浸取 原子吸收光谱法测定多晶硅表面金属污染物

GB/T24581 低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法

GB/T24582 酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质

SEMIPV1 用高分辨率辉光放电光谱测定法测定太阳能级硅中的痕量元素

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

碳极多晶硅(碳头料) carbonendspolysilicon
在多晶硅生产过程中,包围在U型多晶硅棒的碳极周围,沾连有石墨的不规则形状多晶硅料。

3.2
单晶硅头尾料 monocrystallinetopandtail
在拉制单晶硅棒过程中形成的头尾圆锥体。也包括拉制单晶失败产生的多晶硅棒和位错单晶。

3.3
埚底料 potscrap
在拉制单晶硅棒的过程中,残留在石英坩埚中的硅料。

3.4
晶体硅样块 testsiliconmaterial
在晶体硅棒的检测和评估中作为测试用的样块。

3.5
原生型废硅片 brokenwafer
在硅棒切割、研磨或抛光过程中产生的不合格硅片。
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